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Abstract (en)
[origin: US4104086A] A method for isolating regions of silicon involving the formation of openings that have a suitable taper in a block of silicon,
thermally oxidizing the surfaces of the openings, and filling the openings with a dielectric material to isolate regions of silicon within the silicon block.
The method is particularly useful wherein the openings are made through a region of silicon having a layer of a high doping conductivity.

Abstract (de)
Bei dem Verfahren zum Herstellen von lateral isolierten Siliciumbereichen in einem Siliciumkörper werden mittels reaktiven lonenätzens unter
Einhaltung festgelegter Drücke, Konzentrationen des reaktiven Gases, Leistungsdichten und Ätzgeschwindigkeiten und unter Anwendung einer
Maske aus SiO2 Nuten geätzt, welche sich mit der Tiefe verjüngen und einen flachen Boden aufweisen. Dann werden mittels einer thermischen
Oxidation die Nuten mit einer dünnen SiO2-Schicht überzogen, und anschliessend wird SiO2 ganzflächig in einer durch die Nutbreite bestimmten
Dicke abgeschieden, wobei die Nuten vollständig gefüllt werden. Schliesslich wird das ausserhalb der Nuten aufgebrachte SiO2 weggeätzt. Enthält
der Siliciumkörper eine hochdotierte Schicht, welche bei der Bildung der Nuten durchgeätzt wird, wird eine Unterätzung dadurch verhindert, dass
beim reaktiven lonenätzen bei einem besonders niedrigen Gesamtdruck und/oder einer besonders niedrigen Konzentration des reaktiven Gases
gearbeitet wird. In den isolierten Siliciumbereichen können beispielsweise Bipolartransistoren, Feldeffekttransistoren und Widerstände gebildet
werden.
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